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簡便な印刷技術によって素子を形成するプリンテッドエレクトロニクスを用いれば、フレキシ

ブル素子を安価で大量に製造できると考えられ、完全溶液プロセスによる有機トランジスタも早

くから報告されてきた [1,2]。その一方で、150 °C を超えるプロセス温度や印刷による精細度の低

さから、依然として実用化されていなかった。 

我々は、室温乾燥で導電性を発現する金ナノ粒子を電極として用いることで、印刷トランジス

タの製造温度を室温とすることに初めて成功した [3]。さらに、基板表面の濡れ性を利用した選択

的な塗布技術によって精細度 1 µm の印刷を行い、チャネル長 1 µm の短チャネル印刷トランジス

タを実現した [4]。当日は、室温印刷を可能とする材料、精細度 1 µm の選択的塗布技術、有機ト

ランジスタ形成プロセス、およびコンタクト抵抗の制御について報告する。 
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Fig. 1 (a), (b) 選択塗布プロセスで形成した金ナノ粒子の配線。(c) 選択塗布プロセスで形成

した 1 µm ギャップ電極。(d) プラスチック上に形成した短チャネル有機トランジスタ。印

刷の精細度が高いため、ゲートオーバーラップ長まで制御できる。 
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